ȷURNAL FIZIQNIH DOSLIDȷEN^ t. 7, ˝ 4 (2003) s. 456–460

JOURNAL OF PHYSICAL STUDIES v. 7, No. 4 (2003) p. 456–460

KOMPONENTNE ZMIXUVANN˚ ` MEHANIQNI NAPRUȷENN˚ V GETEROSTRUKTURAH CdSe/ZnSe IZ KVANTOVIMI TOQKAMI

V. V. Strel~quk^1, M. . Valah^1, ˝. F. Venger^1, “. G. Sadof’‚v^2, N. O. Korsuns~ka^1, G. M. Semenova^1, L. V. Borkovs~ka^1, M. V. Vuȷqik^1 1 Institut fiziki napivprovidnikiv NAN UkraÝni, KiÝv, 03028, UkraÝna, 2Fiziqniȷ institut im. P. N. Lebed‚va AN RosiÝ, Moskva, 117927, Rosiffl (Otrimano 17 grudnffl 2002 r.)

Doslidıeno strukturi CdSe/ZnSe ˛z kvantovimi toqkami. Vikoristovuqi fotolminescenci ta kombinaciȷne rozsivannffl svitla pri rezonansnomu zona-zonnomu zbudıenni ZnSe, pokazano nafflvnist~ mehaniqnih napruıen~ u ZnSe bar’‚rnih xarah ta utvorennffl hvostiv gustini staniv dlffl bagatoxarovih struktur. Eksperimental~no pidtverdıeno flktuaci komponentnogo skladu kvantovih toqok, wo profflvlfflet~sffl v neodnoridnomu uxirenni smugi viprominvannffl. Dovedeno, wo komponentniȷ sklad ‚ viznaqal~nim qinnikom u zm˛ni poloıennffl liniÝ kombinaciȷnogo rozsivannffl svitla (KRS) pri zmini enerİiÝ zbudıennffl u smuzi viprominvannffl kvantovih toqok. Napruıennffl v bagatoxarovih strukturah neodnoridni za tovwino strukturi z b˛l~xo relaksaci‚ u verhnih xarah.

Kl¸qovfi slova: CdSe/ZnSe, fotolminescenciffl, kombinaciȷne rozsivannffl sv˛tla, komponentne zmixuvannffl.

PACS number(s): 78.55.Et, 78.66.Hf, 68.66.Hb, 78.30.Fs

I. VSTUP

Zac˛kavlennffl napivprovidnikovimi nanostrukturami A^2V^6, otrimanimi metodom molekulfflrnopromenevoÝ ep˛taks˛Ý (MPE), zumovlene perspektivo stvorennffl na Ýh osnovi svitloviprominval~nih priladiv vidimogo difflpazonu spektra, zokrema sin~ozelenih lazeriv z visoko kvantovo efektivn˛st ta rekordno-malimi gustinami nakaqki na osnov˛ geterosistemi CdSe/ZnSe [1]. Hoqa bagato v qomu cffl geterosistema podibna do dobre doslidıenoÝ sistemi InAs/GaAs, de znaqna neuzgodıenist~ postiȷnih İratok (∼7%) ‚ ruxiȷno silo utvorennffl samoorganizovanih kogerentno-napruıenih kvantovih toqok (KT), kartina Ýh formuvannffl ‚ skladn˛xo ȷ ne obmeıu‚t~sffl rizkim porogovim morfolog˛qnim perehodom v˛d dvom˛rnogo do trim˛rnogo formuvannffl KT [2]. Priqino c~ogo ‚ istotna rol~ stimul~ovanih neodnor˛dnimi pruınimi deformac˛fflmi proces˛v interdifuziÝ na ˛nterfeȷs˛ CdSe/ZnSe ˛ seİregac˛Ý atomiv Cd ta utvorennfflm u procesi epitaksiȷnogo rostu visokoÝ nerivnovaınoÝ gustini kationnih vakansiȷ. Elektronno-mikroskopiqni doslidıennffl [2] pokazali, wo pri osadıenni CdSe-xaru nominal~no tovwino 0.5–3.0 monoxaru (MX) u ZnSe-matrici utvor‚t~sffl dosit~ tovstiȷ (∼10–12 MX) dvomirniȷ (2D) xar tverdogo rozqinu Cd_xZn_{1−x}Se. Ceȷ 2D-xar mistit~ visoku gustinu KT, zbagaqenih Cd, dvoh dom˛nuqih rozmirnih klas˛v: velikih KT z lateral~nimi rozmirami ≥ 16 nm (KT tipu V) i malih — do 10 nm (KT tipu A).

Meto ci‚Ý roboti ‚ dosliditi optiqnimi metodami efekti komponentnogo zmixuvannffl ȷ napruıen~ u CdSe/ZnSe-nanostrukturah.

II. METODIKA EKSPERIMENTU

Usi doslidıuvani zrazki viroweni metodom MPE na pidkladci GaAs (100) i mistili abo odinoqni CdSevstavki nominal~no tovwino 3.5 qi 5 MX, abo 12 CdSe-vstavok nominal~no tovwino 2.1 qi 3.5 MX, rozdilenih ZnSe bar’‚rnimi xarami tovwino 18 nm. Konfiİuraciffl struktur vklqala buferniȷ (200 nm) i zahisniȷ (100 nm) ZnSe-xari. Temperatura epitaksiÝ bufernogo ZnSe-xaru stanovila 280^∘S, a bar’‚rnih ZnSe-xariv — 230^∘S. Xari CdSe otrimani viparovuvannfflm Cd i Se pri niz~kiȷ (230^∘S) temperaturi z nastupnim progrivom do 340^∘S ta oholodıennfflm do 230^∘S v parah Se. Utvorennffl trivimirnih (3D) KT kontrolvali in situ metodom RHEED. Spektri kombinaciȷnogo rozsivannffl svitla (KRS) ta fotolminiscenciÝ (FL) re‚struvali na podviȷnomu spektrometri DFS-24 pri temperaturah 300 K i 5 K. Dlffl zbudıennffl vikoristovuvali liniÝ viprominvannffl Ar^+- lazera. Toqnist~ viznaqennffl qastotnogo poloıennffl liniȷ KRS bula ne menxo v˛d 0.2 sm^{−1}, wo zabezpequvalos~ odnoqasno re‚straci‚ u spektri lazernih plazmovih liniȷ.

III. EKSPERIMENTAL^NI REZUL^TATI

Na ris. 1 pokazano spektri FL struktur CdSe/ZnSe z odinoqnimi vstavkami CdSe nominal~- noÝ tovwini 3.5 MX i 5 MX (krivi a, b) i bagatoxarovoÝ strukturi z nominal~no tovwino CdSevstavki 3.5 MX (kriva c) pri zbudıenni z enerİ˛‚

KOMPONENTNE ZMIXUVANN „ MEHANIQNI NAPRU”ENN. . .

kvanta E_{zb} = 2.71 eV. V usih spektrah moına vidiliti tri d˛lfflnki. Perxa d˛lfflnka pri ∼2.69 eV vidpovida‚ zona-zonnomu viprominvann ZnSe-xariv. U drugiȷ (∼2.2–2.6 eV) profflvlffl‚t~sffl viprominvannffl, harakterne dlffl CdSe KT. Tretffl d˛lfflnka spektra pri ∼1.8–2.1 eV vidpovida‚ viprominval~niȷ rekombinaciÝ za uqast glibokih rivniv defektiv vakansiȷnogo tipu, lokalizovanih u ZnSe bar’‚rnih xarah i/abo na geterointerfeȷsi KT [3]. k vidno, zbil~xennffl tovwini CdSe-vstavki vid 3.5 do 5 MX v odnoxarovih strukturah privodit~ do zsuvu maksimumu smugi viprominvannffl CdSe KT v nizkoenerİetiqniȷ b˛k vid ∼2.54 eV do ∼2.26 eV ˛ zbil~xennffl ÝÝ napivxirini vid ∼40 meV do ∼95 meV. Pri c~omu znaqno zmenxu‚t~sffl intensivn˛st~ smugi FL KT (u ∼6–8 raziv). Zbil~- xennffl ÝÝ napivxirini svidqit~ pro rist flktuaciȷ komponentnogo skladu i/abo rozpod˛lu rozmiriv KT. Dlffl bagatoxarovoÝ strukturi CdSe/ZnSe (kriva s) v porivnfflnni zi zrazkom z odinoqno vstavko CdSe takoÝ ı nominal~noÝ tovwini (kriva a) pom˛tne znaqne zbil~xennffl intensivnosti ȷ nevelike zmiwennffl maksimumu smugi viprominvannffl v niz~koenerİetiqniȷ b˛k (∼10 meV). Z˛ zbil~xennfflm nominal~noÝ tovwini CdSe-vstavok u bagatoxarovih strukturah takoı sposterigavsffl zsuv maksimumu smugi FL u niz~koenerİetiqniȷ b˛k i rist ÝÝ napivxirini. Kr˛m togo, slid zaznaqiti, wo smuga viprominvannffl vid KT bula asimetriqno, a inodi ȷ dvokomponentno. Do togo ı pri kimnatniȷ temperaturi asimetriffl smugi sposterigalasffl z visokoenerİetiqnogo boku, a pri nizkiȷ — z niz~koenerİetiqnogo.

Na ris. 2 pokazano spektri zona-zonnoÝ FL ZnSexariv geterostruktur CdSe/ZnSe z odnoxarovimi (ris. 2 a, b) ta bagatoxarovimi (ris. 2, c, d) CdSevstavkami. Na fon˛ smugi FL profflvlfflt~sffl liniÝ rezonansnogo KRS perxogo i drugogo porffldku z qastoto fonona, bliz~ko do qastoti povzdovın~ogo optiqnogo fonona ZnSe. Dlffl porivnfflnnffl pokazano takoı spektr FL ZnSe-xaru tovwino 500 nm, otrimanogo na p˛dkladc˛ GaAs pri tih ıe tehnologiqnih reıimah, wo ȷ buferniȷ xar doslidıuvanih struktur.

Ris. 1. Spektri FL geterostruktur CdSe/ZnSe z odinoqno vstavko CdSe nominal~noÝ tovwini 3.5 MX (kriva a) i 5 MX (kriva b) ta bagatoxarovoÝ strukturi, fflka m˛stila 12 CdSe xar˛v nominal~noÝ tovwini 3.5 MX, rozmeıovanimi ZnSe bar’‚rnimi xarami tovwino 18 nm (kriva c). T = 300 K. Ezb = 2.71 eV.

Ris. 2. Spektri zona-zonnoÝ FL ZnSe xariv geterostruktur CdSe/ZnSe iz KT: a) i b) — z odinoqno CdSe-vstavko nominal~no tovwino 3.5 MX i 5 MX vidpovidno; c) i d) — bagatoxarovih struktur, fflk˛ m˛stili 12 CdSe-xariv nominal~no tovwino vstavki 3.5 MX i 2.1 MX, rozmeıovanimi ZnSe bar’‚rnimi xarami (18 nm) vidpovidno. Punktirno lini‚ pokazaniȷ spektr FL ZnSe-xaru strukturi ZnSe/GaAs (dZnSe= 500 nm). T = 300 K. Ezb = 2.71 eV.

V. V. STREL^QUK, M. . VALAH, ˝. F. VENGER, “. G. SADOF’˝V TA ¨N.

k vidno, dlffl zrazka z odinoqno CdSe-vstavko nominal~no tovwino 3.5 MX (ris. 2, a) sposteriga‚t~sffl zsuv maksimumu smugi zona-zonnoÝ FL ZnSe u niz~koenerİetiqniȷ b˛k na ∼ 11 meV v porivnfflnni z bufernim xarom. Dlffl bagatoxarovoÝ strukturi z˛ vstavko 3.5 MX ceȷ zsuv zb˛l~xu‚t~sffl do ∼ 28 meV. Vodnoqas dlffl odinoqnoÝ CdSe-vstavki 5 MX zsuv kraȷovoÝ FL ZnSe v˛dsutn˛ȷ (ris. 2, b), ce moglo b svidqiti pro sutt‚vu relaksac˛ pruınih deformaciȷ dlffl takoÝ tovwini vstavki. Odnak obgovorvaniȷ efekt zsuvu FL ne moına zvoditi t˛l~ki do vplivu napruıen~. Pro ce sv˛dqit~ toȷ fakt, wo dlffl zrazka z˛ vstavko 3.5 MX pom˛tne niz~koqastotne zm˛wennffl LO-fonona na ∼ 1.5 sm^{−1}, tod˛ fflk dlffl tr~oh ˛nxih zrazk˛v vono praktiqno ne v˛dr˛znffl‚t~sffl v˛d bufernogo ZnSe-xaru.

Na ris. 3 pokazano spektri KRS bagatoxarovoÝ strukturi z˛ vstavko nominal~no tovwino 2.1 MX dlffl riznih enerİiȷ kvanta zbudıuqogo svitla. Pri zbudıenni v d˛lfflnku prozorosti vsih xariv strukturi (E_{zb} = 2.41 eV, kriva a) re‚stru‚t~sffl LO-liniffl ZnSe ν ≈ 251.5 sm^{−1} z napivxirino ∼ 6.6 sm^{−1}. U spektri profflvlffl‚t~sffl takoı intensivna liniffl LO-fonona (ν ≈ 291.8 sm^{−1}) i liniffl TO-fonona (ν ≈ 268.8 sm^{−1}) GaAs-pidkladki. Siİnalu vid d˛lfflnok vstavki ne sposteriga‚mo qerez Ýhn˛ mali tovwini porivnfflno z˛ sumarno tovwino bufernogo, bar’‚rnih i zahisnogo ZnSe-xariv.

Inxa situaciffl realizu‚t~sffl p˛d qas rezonansnogo zbudıennffl kvantovih toqok (E_{zb} = 2.54 eV, kriva b). U c~omu vipadku sposteriga‚mo pom˛tno zsunutu v niz~koqastotniȷ b˛k lini ν ≈ 246.6 sm^{−1}. Takiȷ zsuv i rezonansne pidsilennffl intensivnosti KRS svidqat~ pro te, wo v c~omu vipadku spektr viznaqa‚t~sffl rozsivannfflm u d˛lfflnkah vstavok.

Ris. 3. Spektri KRS bagatoxarovoÝ strukturi CdSe/ZnSe iz KT (nominal~na tovwina CdSe-vstavki — 2.1 MX, tovwina ZnSe bar’‚rnogo xaru — 18 nm): Ezb = 2.41 eV (kriva a) i Ezb = 2.54 eV (kriva b), T = 300 K.

Ris. 4. a) — spektri rezonansnogo KRS geterostrukturi CdSe/ZnSe z odinoqno CdSe-vstavko nominal~noÝ tovwini 5 MX. b) — spektr FL ci‚Ý ı geterostrukturi. Ezb = 2.71 eV. Strilkami na spektri FL (ris. b) pokazano enerİi kvanta zbudıennffl rezonansnogo KRS (ris. a). T = 300 K.

KOMPONENTNE ZMIXUVANN „ MEHANIQNI NAPRU”ENN. . .

Zaznaqimo, wo dlffl zrazka 5 MX ˛z xiroko smugo FL qastota LO-fonona vid d˛lfflnok vstavki zmin‚t~sffl pri var˛fflc˛Ý enerİiÝ kvanta v meıah c˛‚Ý smugi (ris. 4). Ce oznaqa‚, wo z˛ zm˛no umov rezonansu siİnal KRS viznaqa‚t~sffl riznimi ansamblfflmi KT. Zaf˛ksovana v˛dm˛nn˛st~ qastot fonon˛v v˛dpov˛da‚ tverdomu rozqinov˛ Cd_xZn_{1−x}Se z d˛fflpazonom zm˛ni x v˛d 0.16 do 0.22 za v˛dsutnosti vplivu napruıennffl ȷ efektu konfaȷmentu [5].

IV. OBGOVORENN˚ REZUL^TATIV

Z ris. 1 vidno, wo intensivnist~ kraȷovoÝ FL ZnSe bar’‚rnih xariv nevelika porivnfflno z intensivnist viprominvannffl KT. Ceȷ fakt svidqit~ pro visoku efektivnist~ procesu zahoplennffl fotozbudıenih nosiÝv KT.

Nafflvnist~ asimetriÝ (visokoenerİetiqnogo krila) smugi viprominvannffl vid KT pri kimnatniȷ temperaturi pov’fflzana, oqevidno, z nevelikim vneskom v FL viprom˛nvannffl u 2D-xar˛ — d˛lfflnci zi zniıenim por˛vnfflno z KT vmistom kadmi. Ce pidtverdıu- ‚t~sffl zniknennfflm c~ogo krila pri zniıenni temperaturi, koli vnesok u smugu FL v˛d KT ˛ 2D-xaru sta‚ por˛vnfflnnim. Wob˛l~xe, pri niz~kiȷ temperaturi (5 K), fflk pravilo, sposteriga‚mo niz~koenerİetiqnu asimetri smugi. Pri prom˛ınih temperaturah ˛nkoli nav˛t~ profflvlffl‚t~sffl dubletniȷ harakter smugi. Ostann˛ȷ fakt moına pofflsniti v˛dznaqenim viwe isnuvannfflm dvoh tipiv KT (tipu A i V), wo uzgodıu‚t~sffl z neodnoridnim rozxirennfflm LO-fononnoÝ liniÝ spektra KRS. Analiz formi LO-smugi spektra, otrimanogo pri 5 K, pokazav, wo ÝÝ d˛ȷsno moına rozklasti na dv˛ komponenti, pov’fflzan˛ z bimodal~nim rozpodilom KT.

Zmenxennffl intensivnosti FL KT u zrazkah z odinoqno vstavko z˛ zbil~xennfflm ÝÝ nominal~noÝ tovwini do 5 MX moıe buti pov’fflzane z relaksaci‚ napruıen~, unasl˛dok pofflvi dislokaciȷ i toqkovih defektiv, fflk˛ zdatn˛ vistupati v roli bezviprominval~nih kanaliv rekombinaciÝ. Fakt relaksaciÝ pidtverdıu‚t~sffl rezul~tatami odnoqasnogo doslidıennffl spektriv KRS i zona-zonnoÝ FL u ZnSexarah (ris. 2). Spravd˛, pri tovwini vstavki 3.5 MX spostereıuvaniȷ niz~koenerİetiqniȷ zsuv qastoti LO-fonona i zona-zonnoÝ lminescenciÝ ZnSexariv wodo vidpovidnih harakteristik bufernogo ZnSe-xaru vkazu‚ na nafflvnist~ pruınih napruıen~ roztfflgu ∼ 1.5 kbar, viklikanih CdSe-vstavko. Vodnoqas, fflkwo nafflvna vstavka 5 MX, zsuv poloıen~ smugi KRS i FL praktiqno vidsutniȷ, wo svidqit~ pro relaksaci naprug.

Inxa situaciffl realizu‚t~sffl dlffl bagatoxarovih struktur. Dlffl zrazka z nominal~no tovwino vstavki 3.5 MX zona-zonna smuga FL ZnSe xariv istotno zmiwena v dovgohvil~oviȷ b˛k porivnfflno zi smugo bufera, odnak qastota fonona pri c~omu v meıah pomilki vimiriv zbiga‚t~sffl ˛z qastoto fonona ZnSe bufernogo xaru. Tomu moına pripustiti, wo spostereıuvaniȷ zsuv smugi FL pov’fflzaniȷ ne z mehaniqnimi napruıennfflmi, a z utvorennfflm hvostiv gustini staniv unaslidok procesiv Cd/Zn interdifuziÝ. Vidsutnist~ zm˛ni poloıennffl zona-zonnoÝ smugi FL dlffl bagatoxarovoÝ strukturi z nominal~no tovwino vstavki 2.1 MX, oqevidno, zumovlena oslablennfflm procesiv interdifuziÝ vnaslidok zmenxennffl İradi‚nta koncentraciÝ kadmi pri zmenxenni ȷogo vmistu u vidpovidnih xarah. Vidsutnist~ zsuvu qastoti LO-fonona ZnSe v bagatoxarovih strukturah porivnfflno z bufernim ZnSe xarom svidqit~ pro relaksaci napruıen~ u cih strukturah. Odnak ceȷ visnovok stosu‚t~sffl til~ki verhnih xariv strukturi. Diȷsno, vidsutnist~ zsuvu LO-fonona sposteriga‚mo lixe pri zbudıenni v d˛lfflnku fundamental~nogo poglinannffl ZnSe, koli zondu‚t~sffl nevelika k˛l~k˛st~ verhnih xariv. Vodnoqas pri zbudıenni v d˛lfflnku prozorosti strukturi (ris. 3, kriva a) qastota LOfonona zmiwena v niz~koenerİetiqniȷ b˛k, wo govorit~ pro nafflvnist~ napruıen~ roztfflgu v glibxih xarah strukturi. Takim qinom, napruıennffl v bagatoxarovih strukturah neodnoridni za tovwino i Ýh spostereıuvana relaksaciffl u verhnih xarah strukturi pov’fflzana zi zbil~xennfflm k˛l~kosti xariv. Na ostann‚ vkazu‚ porivnfflnnffl rezul~tativ KRS dlffl odnoxarovih i bagatoxarovih struktur z nominal~no tovwino vstavki 3.5 MX (ris. 2, a i b).

Proanalizuȷmo rezul~tati, wo stosut~sffl zm˛ni qastoti LO-fonona pri rezonansnomu zbudıenn˛ v meıah visokoenerİetiqnogo krila smugi viprom˛nvannffl KT zrazka 5 MX (ris. 4, b). Viwe bulo zaznaqeno, wo niz~koenerİetiqne poloıennffl maksimumu ˛ rozxirennffl ostann~oÝ, por˛vnfflno z˛ zrazkom 3.5 MX, pov’fflzane z˛ zb˛l~xennfflm rozm˛r˛v KT ta vm˛stu v nih kadm˛ ˛ qerez ce zb˛l~xennfflm Ýh flktuac˛ȷ. Pri koınomu var˛fflnt˛ zbudıennffl p˛dsil- ‚t~sffl siİnal v˛d togo ansambl KT, dlffl fflkogo real˛zut~sffl naȷb˛l~x spriffltliv˛ umovi rezonansu. Vzagal˛ kaıuqi, na eksperimental~n˛ znaqennffl qastot liniȷ LO-fononiv moıut~ vplivati kvantovorozmirniȷ efekt, mehaniqni napruıennffl ta zmina koncentraciÝ Cd. Kvantovo-rozmirniȷ efekt moıe zumovlvati niz~koenerİetiqniȷ zsuv qastoti LOfonona. Mehaniqni napruıennffl povinn˛ zsuvati l˛- n˛ LO-fonona u niz~koenerİetiqniȷ b˛k u vipadku roztfflgu i visokoenerİetiqniȷ — pri napruıennfflh stisku. Z rostom koncentraciÝ kadmi u tverdomu rozqin˛ Cd_xZn_{1−x}Se qastota LO-fonona zsuva‚t~sffl v niz~koenerİetiqniȷ b˛k.

Proveden˛ oc˛nki moılivoÝ zm˛ni qastoti LOfonona za rahunok us˛h ukazanih faktor˛v pokazali, wo viznaqal~nim qinnikom zmini qastoti LOfonona u naxomu vipadku ‚ zmina komponentnogo skladu KT. Ce pidtverdıu‚t~sffl tim faktom, wo riznicffl u veliqini rozglfflnutih kvantiv zbudıennffl (2.54 eV i 2.497 eV) bliz~ka do veliqini zmini xirini zaboronenoÝ zoni tverdogo rozqinu Cd_xZn_{1−x}Se, fflkwo komponentniȷ sklad KT viznaqeniȷ za qastot-

V. V. STREL^QUK, M. . VALAH, ˝. F. VENGER, “. G. SADOF’˝V TA ¨N.

nim poloıennfflm liniÝ LO-fonona.

Takim qinom, u doslidıeniȷ sistemi proces interdifuziÝ privodit~ fflk do viniknennffl hvostiv gustini staniv u ZnSe-bar’‚ri, tak i do zmini skladu KT. Vifflvom ostann~ogo ‚ optiqniȷ fonon tverdogo rozqinu

Cd_xZn_{1−x}Se u spektrah kombinaciȷnogo rozsivannffl svitla. Pokazano, wo zmina komponentnogo skladu KT ‚ viznaqal~nim qinnikom u zsuvi poloıennffl liniÝ KRS pri zmini kvantiv zbudıennffl u smuzi viprominvannffl KT.

[1] H. Luo, J. K. Furdyna, Semicond. Sci. Technol. 10, 1041 (1995).

[2] N. Peranio, A. Rosenauer, D. Gerthsen, S. V. Sorokin, I. V. Sedova, S. V. Ivanov, Phys. Rev. B 61, 16015 (2000).

[3] M. Ya. Valakh, Yu. G. Sadofyev, N. O. Korsunska, G. N. Semenova, V. V. Strelchuk, L. V. Borkovska, M. V. Vuychik, M. Sharibaev, Semiconductors Physic, Quantumelectronic & Optoelelectronic 5, (2002).

[4] D. Shikora, S. Schwedhelm, D. J. As, K. Lischka, D. Litvinov, A. Rosenauer, M. Strassburg, A. Hoffman, D. Bimberg, Appl. Phys. Lett. 76, 418 (2000).

[5] M. Ya. Valakh, M. P. Lisitsa, G. S. Pekar, G. N. Polisskii, V. I. Sidorenko, A. M. Yaremko, Phys. Stat. Sol. (b) 113, 635 (1982).

[6] M. Strassburg, Th. Deniozou, A. Hoffmann, R. Hetz, U. W. Pohl, D. Bimberg, D. Litvinov, A. Rosenauer, D. Gerthsen, S. Schwedheim, K. Lischka, D. Schikora, Appl. Phys. Lett. 76, 685 (2000).

COMPONENT INTERMIXING AND STRAIN EFFECTS IN CdSe/ZnSe QUANTUM DOTS

V. V. Strelchuk^1 , M. Ya. Valakh^1 , E. F. Venger^1 , Yu. G. Sadofyev^2 , N. O. Korsunska^1 , G. N. Semenova^1 , L. V. Borkovska^1 , M. V. Vuychik^1 1 Institute of Semiconductor Physics NASU, Kyiv, 03028, Ukraine 2 P.N. Lebedev Physical Institute RAS, Moscow, 117927, Russia

The CdSe/ZnSe structures with quantum dots (QD) were investigated using the photoluminescence and Raman scattering at the resonant band-to-band excitation of ZnSe. The presence of mechanical strain in ZnSe barrier layers and formation of density of states tails for multistacks was shown. The experimentally observed inhomogenous broadening of the emission band of quantum dots maintains the existence of fluctuations of the composition. Is has been shown that the change of QD’s composition is a factor that determines the shift of Raman peak at the variation of energy excitation within the emission band of QD’s. The strain in multistack structures is inhomogenous over its thickness and the strain relaxation in top layers of the structure may be due to increase in the number of layers.